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我々は、シリコン基板上で BEDT-TTF 系有機ドナーの電気分解を行いカチオン

ラ ジ カ ル 塩 の マ イ ク ロ ／ ナ ノ サ イ ズ の 単 結 晶 を 作 製 し て い る 。 今 回 、

α-(BEDT-TTF)2I3 のマイクロ／ナノサイズの単結晶を作製し、4 端子法を用いて電

気伝導の測定を行った。α-(BEDT-TTF)2I3 は、バルク結晶では 135 K で金属‐絶

縁体転移を示す物質であるが、ナノサイズ結晶では転移温度が約 150 K へと変化

した。現在、転移の臨界温度や温度幅と、結晶の体積や厚みとの関係を系統的に調

べている。(図 1) 
また、ナノサイズ結晶は結晶成長の過程で基板と密着するので、基板にあらかじ

めゲート電極をつけておくとゲート電圧をかけることができる。α-(BEDT-TTF)2I3

では電子相関が強く関与して相転移を起こすので、キャリアドープに対し鋭敏な現

象を期待できる。FET 素子構造を利用してゲート電圧をかけたところ、電界効果が

観測できた。(図 2) 
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図 1：電気伝抵抗の温度変化と転移温度幅  図 2：電界効果  

(ゲート電圧 ) 

 

10µm 

10µm 

試料 1 

試料 2 

試料 1 
試料 2 10µm 


